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Wsrdd materiatéw, ktore moga znalezé zastosowanie
w spintronice, duze zainteresowanie budza te, ktdre
zawieraja ferromagnetyczne wytracenia w matrycy
polprzewodnikowej. W celu uzyskania materialéw o
pozadanych wilasnosciach magnetycznych, rozsadnie jest
zaczaé od wytracen zwiazku, ktérego temperatura Curie
(Tc) przekracza temperatur¢ pokojowa. Warunek ten
spetnia MnSb. Objetosciowy MnSb ma 7 réwna 587 K
[1], zas$ dla warstw Mn;_,Sb, hodowanych na podtozu
GaAs T sigga 620 K [2].

Poszukiwanie sposobu formowania wytracen MnSb
w matrycy GaSb podczas hodowli przy pomocy metody
MBE wymagato przetestowania réznych typoéw podtoza,
temperatur wzrostu 1 wygrzewania. Jako przyktad
przedstawione zostang warstwy wyhodowane na trzech
réznych podtozach: GaMnSbAs na GaAs(100), GaMnSb
na GaAs(111)B oraz GaMnSb na GaSb(100).

W przypadku pierwszej probki warstwa GaMnAs o
grubosci 700 A zawierajaca 6% Mn zostata naniesiona na
podtoze GaAs(100). Nastepnie naniesiono na nig 1 ML
Mn oraz amorficzny antymon. Tak przygotowana probke
wygrzewano przez 1.5h w temperaturze 200°C.
Nadmiarowy antymon odparowano wygrzewajac ja
dodatkowo przez 10 min w temperaturze 400°C.

Probke druga otrzymano nakladajac najpierw bufor
GaSb o grubosci 0.12 um na podtoze GaAs(111)B, a
nastgpnie warstw¢ GaMnSb o grubosci 0.63 um i
zawartosci manganu okoto 1%, w temperaturze 450°C.

Probka trzecia to warstwa GaMnSb o grubosci
0.63 pm i zawartosci Mn bliskiej 1% naniesiona na
podtoze GaSb(100) w temperaturze 450°C.

Pomiary widm EXAFS na krawedzi K Mn zostaly
wykonane w laboratorium Hasylab na stacjach Cemo i
E4 przy uzyciu 7-elementowego krzemowego detektora
fluorescencyjnego. Prébki  byly  schtodzone do
temperatury  cieklego azotu. Dodatkowo metoda
transmisyjna zmierzono widmo komercyjnego proszku
MnSb. Uzyskane dane byly analizowane przy pomocy
programéw Athena i Artemis wchodzacych w sktad
pakietu IFEFFIT [3].

Rysunek 1 przedstawia porownanie transformat
fouriera oscylacji EXAFS dla badanych probek i proszku
MnSb. Mozna zauwazy¢, ze tylko warstwa GaMnSbAs
na GaAs(100) r6zni si¢ zdecydowanie od standardowego
MnSb. Najlepsze dopasowanie uzyskano w tym
przypadku rozwazajac model, gdzie Mn lokuje si¢ na
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pozycjach podstawieniowych w zwiazku GaAs (Rys. 2).
W widmie EXAFS dominuje mangan z warstwy
GaMnAs. Jezeli nawet amorficzny antymon zwiazat si¢ z
naniesiona warstwa Mn to jego wkiad do
obserwowanego sygnalu jest bardzo niewielki.
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Rysunek 1. Poréwnanie transformat Fouriera oscylacji
EXAFS dla prezentowanych probek.
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Rysunek 2. Wynik dopasowania modelu teoretycznego
do widma eksperymentalnego warstwy GaMnSbAs na
GaAs(100).
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Rysunek 3. Wynik dopasowania modelu teoretycznego
do widma eksperymentalnego warstwy GaMnSb na
GaAs(111).
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Rysunek 4. Wynik dopasowania modelu teoretycznego
do widma eksperymentalnego warstwy GaMnSb na
GaSb(100).
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W przypadku warstwy GaMnSb na GaAs(111)B
dopasowanie przy uzyciu tylko modelu MnSb nie
przyniosto pozytywnego wyniku. Po sprawdzeniu innych
modeli, okazato si¢, ze czg$¢ atomow manganu
podstawia si¢ pod atomy antymonu w matrycy GaSb.
Wykorzystujac oba modele w dopasowaniu okreslono, ze
dla tej probki okoto 50% atomdéw manganu lokuje si¢ w
wytraceniach MnSb, za$ kolejne 50% lokuje si¢ w
matrycy GaSb podstawiajac atomy antymonu (Rys. 3).
Czyste wytracenia MnSb zostaly natomiast uzyskane w
warstwie GaMnSb na GaSb(100). Rysunek 4 przedstawia
dopasowanie przy uzyciu tylko modelu MnSb.

W zaleznos$ci od typu podioza i procedury wzrostu,
atomy manganu lokowaty si¢ w rézny sposob w sieciach
GaAs i GaSb. Wytracenia MnSb udato si¢ uzyskaé w
przypadku dwoéch typow podioza: GaAs(111)B oraz
GaSb(100) i procesu prowadzonego w stosunkowo
wysokiej temperaturze rownej 450°C.
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